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Основными материалами для токопроводящих элементов в системах 
электроснабжения являются медь и алюминий, ввиду высокой удельной 
проводимости и относительно низкой их стоимости. Одной из основных 
проблем в электроэнергетике, возникающей при подключении электрических 
соединений, является совмещение контактной пары медь-алюминий. Решение 
этой проблемы является актуальной задачей. Основные методы решения этой 
проблемы – использование биметаллических прокладок, применение 
токопроводящих смазок, нанесение покрытий. 
Анализ литературных данных [1-3] показывает, что совмещение 
контактной пары медь-алюминий существующими методами, возможно, но не 
достаточно эффективно. 
В связи с этим является актуальным нахождение способа, который бы 
позволил не только совместить контактную пару медь–алюминий, но и 
уменьшил переходное контактное сопротивление. Данная задача может быть 
решена путем воздействия на алюминиевую контактную поверхность 
высокоскоростной импульсной струи медной электроэрозионной плазмы, 
генерируемой сильноточным коаксиальным магнитоплазменным ускорителем 
(КМПУ) эрозионного типа с медными электродами и ускорительным каналом 
(УК) 
Процесс данного метода реализуется в кратковременном(10-4 ÷ 10-3 с) 
цикле работы ускорителя и поэтому является прямым и относительно простым. 
Ранее в работе[4] была показана высокая эффективность работы КМПУ. 
В данной работе представлены новые экспериментальные результаты по 
данному направлению и связанные с реализацией многоимпульсного режима 
нанесения покрытия. 
Импульсное электропитание КМПУ осуществляется от емкостного 
секционированного накопителя энергии суммарной емкостью С=28,8 мФ и 
зарядным напряжением Uзар до 3,0 кВ. Ускоритель состоит из двух основных 
узлов: коаксиального Z–пинч ускорителя и внешней индукционной системы 
(рис. 1). 
Для инициирования плазмы в канале формирования плазменной 
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